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mMétodo de montaje de un cuerpo semiconductor”

Memorla descriptivasa

Este invento se refiere a un método de montaje de un
cusrpo semiconductor en unas montura, mediante una delga-
da capa uniforme de material de montaje, a fin de some~
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terlo a operaciones de su proceso de elaboracidn.

Eﬂ.ﬁontaje de chapitas y otros cuerpos semiconduc—
toxres para someterlos a un proceso es una parte importante
de lea fabricacidn de dispositivos semiconductores. A me-
dida que éstos, en particular los de tipo integrado, se ha-
cen més complejos, se requiere mayor precisién y normas f£f-
sicas més rigurosas en el proceso de montaje. Sobre todo
importa a menudo monter el cuerpo semliconductor de manera
que un proceso de pulimentacidén pars reduscir el grosor de
una chapita dé un cuerpo de dimensiones uniformes demtro de
1imites p:.'ecisos'.

Diversos adhesivos se han empleado hasta ahora pa-
ra el m&ntaje de cuerpos semloconductores con el fin de so-
meterlos a un proceso. En mueﬁos casos, las dnicas normas
para elegir un medio de montaje eran la simple adherencia
¥ la relativa facilidad de separacidén. 5in embargo, con el
desarrollo de los circultos integrados semliconduetivos, es-
pecialmente de los que comprenden un aislamiento dieléectri-
co ¥y que requieren por ello una separacidn totel y precisa
de porciones del cuerpo semiconductor, es necesaria mayor
precisidn en la localizacidén y preparacién de superficies
del mismo. En consecuencia, el material empleado para el
montaje debe prestarse a tales requisitos, y ser compati-
ble, ademds, con los diversos reactivos utilizados para el
pulimentado y la corrosién. Finelmente, el material de
montaje debe poderse retirar fdcilmente, sin defio para los
elenentos del dispositivo y con un residuo minimo.

En su forme més amplia, el invento comprende las

fagses de aplicar a una cara del cuerpo semiconductor una
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cantidad de material de montaje, dar a éste la forma de
una delgada capa uniforme de espesor prefijado, y aplicar
un miembro de montaje & dicho maeterial, con una fuerza co-
nocida, dursnte un tiempo proporcional a2 la viscosided del
materiel y al 4rea de la cara del cuerpo semiconductor.

En los dibujos :

Las figuras 1 a 4, muestran en seccidn transversal,
la sucesidn de fases de un proceso de montaje conforme al
invento;

Ia figura 5, es un gréfico del ciclo de tratemien—
to térmico para curar el material de montaje; ¥y

La figura 6, es un grdfico que indica la relacidn
fuerza/tiempo para diversas viscosidades del material de
montaje, & fin de obtener una pelfcula de 0,00025 cm de
grueso en una chapita semiconductiva de 2,54 om de diﬁmatro;

Tos simbolos empleados en estas figuras tienen los
siguientes significados : '

T = Temperatura.

H = Horss.

TH~CC = Tiempo en horas del ciclo de curado.

F{4) = Fuerza en dinas.

P = TFoises.

CP = (Centipolses. ’

Fr ——3 0,00025 cm BP, 2,54 cm ¢P;

En el ejemplo de realizecidén del invento, se apli-
ca unas primera capa del material de montaje, empleando un
elemento no adherente pars aplanar y extender el material
sobre el frente o la cars que 11eva los conductores en haz

de la placa de silicio con un espesor iguel al de los ocon-
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ductores. Esta capa inicial se madura lusgo, y se aplica
1a gegundae capa, la cusl se conforms empleendo un miembro
de montaje plano y rigido provisto de una cara de contacto
de adherencla mejorada para el material de montaje. Se
aplica una fuerza conoclda medliante el miembro de montaje
durante un tlempo prescrito, a f£in de comprimir la segun-
da cape haste un espesor determminado, generalmente del or-—
den de 0,00025 om. Los pardmetros fuerza/tiempo particu-
lares se han determinado en funcidén sobre todo de la vis-—
cosidad del material de montaje y del 4rea de la superfi-
cie del dispositivo.

Siguiendo esta técnica particular, el miembro de
montaje temmina por asumir una posicién esemcialmente para-
lela a la cara que lleva los conductores del euwerpo semi-
conductor. El conjunto se somete después a un ciclo tér-
mico, que endurece o cura la resina y mejora la adherencia
entre el material de montaje y la superficle de contacto
del miembro de montaje. Después de esta maduracidn, el
cuerpo semiconductor queda dispuesto para sucesivas opera=—
ciones del proceso de elaboracidn, comprendidas las de pu-
limentacién y corrosidn de la cara posterior descubierta.

Regularmente la superficle posterior del cuerpo se-~
miconductor es lapidada y pulimentada mecdnicamente para
reduelr el espesor del cuerpo y sl mismo tiempo oblemer un
cuerpo de eapesor uniforme. Por consiguiente, para obte-~
ner un cusrpo semlconductor de espesor uniforme es impor-
tante que sus caras mayores opuestas sean paralelas; de mo-
do que una base del método conforme al invento es el monta-

Jje del cuerpo de modo que la cara anbterior que lleva los
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conduftores sea paralelas al miembro de montaje. En con-
secuencia, es muy importante dar al material de montaje
un espesor exactemente uniforme.

Se aplica, pues, una fuerza conocida durante un
tlempo proporcional a la viscosidad del material de monta-
je y al drea del cuerpo, a fin de darle el espesor unifor-
me prescrlto. Otro aspecto del lnvento es un material de
montaje a base de una resina de pollibutadienestireno que
tiene ventajosas caracteristicas de fluldez, adherencia y
resistencis guimica.

En la flgura 1 se expone la fase inicial del pro-
ceso de montaje. Una chapita semiconductiva -1l- tlene
una serie de conductores metdlicos depositados en su cara
superior. Se comprenderd que la chapita ~ll- es represen—~
tativa de dlversas estructuras que tengan que ser asometi-
das a opsraciones dsl proceso de elaboracidn como aguf se
desoribe. Por ejemplo, puede comprender varios elementos
discretos, tales como transistores, que han de estar sepa-
rados con precisidn; o varios elementos de circuito inte~
grado, que han de estar separados en circultos individua-
les, mientras los slementos sustentados por los conducto-
res de haz, se han corrofdo para proveer aislemiento die-
1léctrico. En todo caso, es importante montar la chapita
de manera que ses posible la pulimentacidn mecdnica exac-
ta de la cara posterior o desprovista de conductores em-
pleando un medio adecusdo. Los conductores metdlicos -12-
gon del espesor normal que se emplea para proporcionar las
interconexiones entre los disbositivoe del cirecuito inte~

grado, ¥ los conductores mfs gruesos ~13- comprenden los
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conductores_ en haz de soporte. Sobre esta cara que lleva
los conductores se pone una cantidad -l4-~ de un material
de montaje que consta de uns resina de polibutadienesti-
reno, y encima del cusrpo semiconductor se colocan un dis-
co ~l6~ de zafiro y un separador -15- de Tefldn.

Luego, como se expone en la figura 2, el disco =16~
¥y el separador ~15~ se aprietan contra la cara de los con~
ductores de la chapita semiconductiva, para comprimir el
material de montaje hasta un espesor que no exceda del de
los condu#tores de haz ~13-, Respecto a esta fase de apli-
caoidn inicial, es importante apreciar que se produce cier-
ta contrga.cqidn del material de montaje durante la fase de
maduracién que sigue, y por ello debe evitarse que queden
atrapadas burbujas de zire en ol materlial o debajo del mis=
mo. En un proceso especifico, empleando una pelfeula de

Teflén de 0,00025 cm y una chepite de 2,54 cm de didmetro,

© se aplicd un peso de slrededor de 4,5 kg o unos 35 kg/om2.

Bl material de montaje se cura luego en aitmésfera de nitrd-
geno durante unas dos horas a 200 2C. Durante esta fase de
curado se produce una contraccidn del material de montaje
en contacto con la pelfcula de Tefldn que hace que se des—
prenda, pero la porcidn que toca la cars de la vlaca semi-
conductiva queda unida ~ ella. Despuds de la maduracidn,
el espaciador de Tefldn se retira fécilmente del meterial
de monteje, y deja el semiconductor revestido, hasta una
profundidad sustancizlmente igual al espesor de los con-
ductores, con una capa dura ~l4- blen adherida.

En la figura 3, el proceso de montaje se continda

aplicando otra centidad de material ~18-. Pero en vez del
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espaciador -15~ de Teflén, el disco -16- se reviste en es~
ta operacidn con una pelfcula ~17- de diéxido de silicio;
ésta suele tener 2000-3000 i de espesor, y produce una
adherencia mucho mejor del material de montaje al disco
~16~ que ha de comprender el miembro de montaje. E1l disco
~16~ comprime también el material -~18- hasta una delgada
capa, como indica la figura 4, en la gue la capa inicial
-l4- ¥ la final o superior ~18- aparecen como wna sola c&—
ra =l4-, =18-.

Sin embargo, la consecucidn de una capa de espesor
uniforme del orden de 0,00025 cm entre la cara superior de
los conductores -13- y la cara de contacto del disco =-16-,
para un material determinado de montaje, es funcidén de la
cantidad de fuerza y del tiempo de aplicacién de la misma
sobre la superficie de aplicacién. En particular, con re-
ferencia al gréfico de la figura 6, la fuerza y el tiempo
requeridos para lograr 0,00025 om de espesor de pelfcula
en una placa de 2,54 cm de didmetro se puede determinar en -
funcidn de la viscosidad del material de montaje utilizado.
Una forma particuler de realizacién empleada con éxito em-
rlea un material compuesto de los ingredientes que siguen:

Resina de butadienestireno 70 % en peso

(RICON=-100, Richardson Co., Mel-
rose Park, Ill. 60160, EUA)

Viniltolueno 30 % en peso

Y ~ Metacriloxipropiltimetoxisilano 1,0 parte
por 100 partes de resina (p.hers)
(Dow Corning Z-6030 silane

2,5-dimetil-2,5~bis (t~butilperoxi)he~ 5 pehere
xano (Lupersol 101 Wallace & Tier-
gﬁf, )Inc., Buffale, N.Y., 14240,
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Este material tiene una viscosidad aproximada de
8-10 poises. En el grifico de la figura 6 se indica que
un periodo de seis a siete minutos con una carga de 2,25
x 107 dinas comprime el medio de montaje hasta el espe~
sor deseado‘.

Después de este aplicacidén de la segunda capa ~18-,
el conjunto se somete a un ciclo de endurecimiento o cura-
cidn, calentando a las temperaturas y tiempos indicados en
el gréfico de la figura 5. Ia parte del oiclo de calenta-
miento que sigue a la sublida a 75 ¢ he resultado ser la
mnds ventajosa para obtener una adherencie uniforme entre
el material de montaje y el miembro de montaje ~l6- reveg-
+ido ds .didxido de sillicio. lLas variaciones de temperatu-
ra relativemente rdpidas hacen fallar la unidn interficial
entre el material —~l14-, ~18-~ y el miembro de montaje -16-‘.

El material de montaje es muy ventajoso para em-
plearlo con sistemas de corrosidén con hidréxido de pota-
sio y alcohol, Sin embargo, este material, una vez cura—
do, forma un polfmero sumamente estable a agresivos quimi-
cos tales como €ecidos o bases fuertes y disolventes orgd-
nicos.

Es posible emplear casi en cualquier proporcidn
los ingredientes menoionados, hasta viniltolueno a 50 %.
Ia elecoidén de una composicidn espeeifica viene determi~
nzda por la viscosided requeride para un montaje preciso,
¥ por la resistencia quimica y la dureza que exijan las
operaclones subsigulentes. Debe gefialarse que un aumen—
to de viniltolueno hace necesario prolongar bastante la

maduracidn y concentrar mds el perdxido orgdnico, para
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producir un material curado equivalente.

Con relacidn a esta aplicacidén de fuerza al miem~
bro de montaje -1l6-, es importante el empleo de un método
que asegure la posicidn exactamente paralela de la cara de
contacto del miembro de montaje respecto a la superficle
que lleva los conductores del dispositivo del semiconduc~
tor. Desde luego interesa que los proplos discos de monta~
je tengan caras mayores planas preclsamente paraleles. Pue~
den hacerse discos adecuados de zafiro, a fin de combinar
las oualldades deseables de gran solldez, resistencia qui-
nica y capacidad de transmitir la luz infrarroja pare facl-
litar la alineaclidn de plantillas sobre el reverso del cuer-
po semiconductor. ILas téonicas de evaporacidn con proyec—
tor de electrones son apropiadas para apllicar el revesti-
miento -17- de didxido de silicio a la cara de contacto del
miembro de monxaﬁe;

Finalmente, después de 1os'prooesos de lapidado, pu-
limentacidn y corrosidn, gque son operaciones ajenas al in-
vento, el material de montaje se retira fécllmente expo-
niendo el conjunto a oxfgeno ozonizado. Este tratamiento
da un producto gaseoso que se retira fécilmente, y deja al
Tinal una chapita semlconductive sin apenas residuoc.

N 0 I A
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Se :eivindica como objeto de esta patente :
1. ~ Método de montaje de un ocuerpo semiconductor
eén una moniura mediante una delgada capa de un material de
montaje a fin de someterlo a operaciones de un proceso de

elaboracidn, caracterizado por las fases de aplicar & una
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cara del cuerpo semiconductor una cantided de un material
de montaje y conformar este material en una capa delgada de
espesor prefijado, aplicando a dicho matedial un miembro de
montaje con una fuerza oconocida, durante un tiempo propor-
cional & la viscosidad del material y al drea de la supere
ficie del cuerpo semiconduetor.

24. - Método segfin la reivindicacidén 1, carscteriza-
do porque el conjunto se calienta seguldamente para endure-
cer el material de montaje.

3¢ = Método segfin la reivindicacién 1, caracteriza-
do porque lz cantidad de material de montaje compremde dos
oapas, primera y segunda, aplicadas en fases susesivas, que
incluyen.um_; fase de calentamiento después de cade aplicacidné'

4'. - Método segfin la reivindicacién 1, caracteriza-
do porque el materlal de montaje comprende una resina de po-
libutadienestirenoc.

5'. - Método segfin la reivindicacidn 3, caracterizae
do porque se forma sobre la cara de contacto del miembro de
montaje una pelfcula de didxido de siliclo, antes de apli-
carla & la segunda capa de material de mon'baja‘.

6’. - Método segfin la reivindlcacidn 1, caracteriza-
do porque el cuerpo semiconductor contiene conductores de
haz en una de sus caras, y se aplican en fases sucesivas
dos capas de material de montaje, siendo la primera cepa de
un espesor aproximadaments igual al de los conductores.

T+ - Método de montaje de un cuerpo semiconduotorv.

Esta memoria consta de diez péginas, escritas por
una sola cara.
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